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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドで MISFET 構造を作製するにあたっ

て良質な絶縁層が必要となる。そこで、PECVD法に

よるアルミナの堆積に着目した。 

堆積前のダイヤの表面状態によって特性が左右さ

れることが文献で報告されていたためその検証も合

わせて行った。 

２．実験（Experimental） 

ダイヤモンドⅡa基板上にUVオゾン洗浄処理を施

したものと、未処理のものの 2種類を用意した。この

処理により、ダイヤの表面上は酸素終端化されること

になる。その上にアルミナを堆積後、断面 TEM観察

により差異が生じるかを検証した。なお、TEM 観察

は大岡山の分析支援センターに依頼した。 

今回の実験では、所望の膜厚に制御できるかも重要

な目的の一つであり、100cycleの試行で厚みが 10nm

であるかを確認した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 (a) が、UVオゾン処理を施したサンプルの

断面 TEM画像である。平滑なダイヤ表面上に均一に

アルミナが堆積されていることが分かる。界面が急峻

であり、欠陥も見当たらないことから、良質なアルミ

ナであることが確認された。 

Fig. 1 (b) がUVオゾン処理を行っていないサンプ

ルである。処理ありの方に比べて界面が明確でないが、

これは TEMサンプル作製においてより膜厚の薄い高

品質なものが作成されたため、境界線として明瞭に表

れなかった可能性がある。 

両者ともにアルミナの膜厚は画像測定からほぼ

10nmであり、今回の条件で膜厚の制御が可能である

ことも判明した。断面 TEM画像では、質の違いが顕

著には表れなかったが、電気特性で違いが生じている

のかを今後評価していく必要がある。 
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Fig.1 (a) cross-sectional TEM image 

(with UV ozone treatment) 

Fig.1 (b) cross-sectional TEM image 

(without UV ozone treatment) 


